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Кристаллографическая ориентация в люминесценция 
объемных стримерных разрядов в легированных 
монокристаллах ZnS.

Е .В.Луценко

Как известно, яарс^етры решетки монокристаллов сульфида 
цинка находятся вблизи области неустойчивости структуры. 
Легирование iroro соединения различными примесями J позволяв'" 
управлять соотношением гексагональной' и кубической фазы дан­
ных моиокрг-таллоз. * связи с этим, задачей настоящей работы 
являлось исследование влияния легирования монокристаллов ZnS 
на кристаллографическую ориентацию стримерных. разрядов и 
их свечение.

• Монокристаллы сульфида цпкка легировали медью, кобальтом, 
алюминием и кислиродом в процессе роста. Результаты изучения 
кристаллографической ориентации электрических разрядов при 
Х О К  в монокристаллах с различной концентрацией примеси и 
различил соотношением кубической и гексагональной модифи­
кации приведены в таблице.

Как видно из таблицы, совокупность направлений разрядов 
соответствует гексагональной симметрии, причэ:* при концентра­
ции дефектов упаковки более сэми процентов наблюдается 36 
направлений реурядов, как в CdS. Роль оси С$ при этом играет 
одно, гэ ооей <11Ь(Сз). Разряды локализованы в трех экви­
валентных плоскостях { Ш ) ,  содержащих эту ось. При концен­
трации дефектов упаковки менее 7 % электрические разряды 
становятся ветвистыми н группируются вдоль 6 направлений 
<110>, локализованных в одной из четырех эквивалентных плос­
костей {111}, которая является выделенной .а счэт дефектов 
упаковки.
' . Сопоставление изменения параметров решетки<в результате
легирования с направлениями разрядов показывает, что при 
увеличении а и с/а углы ef уменьшаются. С увеличением пара­
метра с угол е| уменьшается,а ej увеличивается. При этом 

. м ал ые изменена параметров решетки вызывающ значительные из­
менения направлений разрядов.
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Было проведено исследование примесной люминесценции 
ZnS:0 и ZnS:Си, возбуждаемой стримерными разрядами (рис.1)!. 
Как видно п? рисунка, спектры примесной стримерной люмине­
сценции, в отличте от собственного излучения, практически 
совпадают с полосами фотолюминесценции при возбуждении излу­
чением азотного лазера. Зависимость спектрального полс-ения 
максимума ФЛ ZnStO от интенсивности зезбуждаюиего излучения
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Рио, 1 Сьекры люминесценции ZnS:0 и ZnS:Cu при стримерном 
и фотоозбуждении.

1 Фотолюминесценция 2nS:C.
2 ---------Стримерная люминесиенгия Znf:0.
3  ---------Усиленно-т стримерная люминесценция

ZnS‘,0 ( U>85 кВ >.
4  ---------Фотолюминесцегция ZnbiCu.
5  --------Стримерная люминесценция ZnS:Cu.
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показывает, что спектральное положение максимума стримерного 
излучения соответствует уровню возбуждения !в * 5 МВт/см . 
При повышении возбуждающего напряжения до величины более 
05 кВ, вдоль какала стримера наблюдаетил резкий рост 
интенсивности излучения, при этом происходит коротковолновый 
сдвиг максимума спектра на 20 нм и сужение полосы излучения 
(pnc.I кривая 3) , что свидетельствует о стимулированном 
излучении.

Для выявления механизма рекомбинации ь ZnS:0 были прове­
рены специальные опыты. Установлено, что положение максимума' 
полосы фотолюминесценции прямо прспорционалысо логарифму 
интенсивности возбуждающего излучения Id , максимум спектра 
свечения сдвигается в длинноволновую сторону в процессе за­
тухай*». люминесценции, увеличивается ьклад коротковолнового 
крыла при понижении температуры, кинетика затухания люминес­
ценции носит неэлегонторкый характер. Бее эти свойства 
являются признаками донорно-акцепторной рекомбиниции.

Обсуждаются спектры стримерьий люминесценции , природа 
центров рекомбинации и влияние структуры реюетхи на ориента­
цию разрядов в кристаллах ZnS. Проводится сравнение с 
ориентацией разрядов в ZnSe, в объеме которых ориентирован­
ные разряды не возникают при отсутствии дефектов упаковки.

Summary

Crystalographic directions and luminescence of streamer 
- -discharges in doped ZnS-monocrystals are investigated. The 

influence of hexagonal phase inclusions and changes of 
lattice parameters on discharge direction are established. 
Spectrum of impurity luminescence under streamer excitation 
and the mechanism of radiative recombination in ZnS:0 are 
discussed.


